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Procédé de traitement d’un substrat de germanium avant le
dépét d’arséniure de gallium.

L’invention concerne un procédé de traitement d’un substrat
de germanium avant le dépoét d’arséniure de gallium, selon
lequel la surface sur laquelle le dépdt sera effectué, est

polie.

De tels substrats, couverts d’un dépdt d’arséniure de
gallium sont utilisés dans la fabrication de cellules
solaires.

Le dépdét d’arséniure de gallium est effectué par des
techniques de film minces, comme le dépdét moléculaire
chimique par vapeurs (ce qu’on appelle "molecular chemical
vapour deposition" ou MOCVD) ou le dépét moléculaire
physique par vapeurs (ce qu’on appelle "molecular physical
vapour deposition" ou MOPVD).

Ces substrats de germanium couverts d’arséniure de gallium
ont un rendement élevé. Il a été trouvé que ce rendement
dépend du traitement de la surface du substrat et peut
encore étre amélioré.

L’invention a pour but de procurer un procédé de traitement
du substrat de germanium permettant d’obtenir, par un dépét
d’arséniure de gallium sur ce substrat, une cellule ayant
un rendement plus élevé qu’avec les substrats de germanium
uniquement polis.

Ce but est atteint par le fait que la surface susdite du

substrat de germanium est ensuite décapée.
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D’une maniére surprenante, ce décapage améliore le
rendement. La raison exacte n’en est pas encore connue avec
certitude, mais 1l est supposé que l’amélioration résulte
de 1l’enlévement des oxydes sur la surface du germanium et
le fait que cette surface est rendue hydrophobe.

Un décapant efficace permettant d’obtenir un rendement treés
élevé est une solution aqueuse d’un mélange de fluorure
d’/amonium (NH4F) et d’acide fluorhydrique (HF).

Dans une forme de réalisation particuliére de l’invention,
entre le décapage et le dépdt de l’arséniure de gallium, le
contact du substrat avec de 1l’oxygéne est évité.

Tous les traitements ultérieurs au décapage, comme par
exemple le ringage, le lavage éventuelle avec ultrason et
ultrasons surfactant non-ioniques, le séchage et
éventuellement 1’emballage, se font de préférence en
1’absence pratiquement compléte d’oxygéne, par exemple sous

un atmosphére neutre tel qu’un atmosphére d’azote.

D’autres particularités et avantages de 1’invention
ressortiront de la description d’un procédé de traitement
d’un substrat de germanium avant le dépdét d’arséniure de
gallium, selon 1l’invention, donnée ci-aprés a titre
d’exemple non-limitatif.

En vue de la fabrication d’une cellule solaire formée par
un dépdét d’arséniure de gallium sur un substrat de
germanium, & rendement élevé, la surface du substrat est
polie et ensuite décapée, avant le dépdt.

Ce décapage améliore 1la morphologie de 1la surface du
substrat et de 1l’arséniure de gallium y déposé subséquement.
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Le décapage est efficacement effectué avec une solution
aqueuse de 2 & 20% d’un mélange de fluorure d’amonium
(NH4F) et d’acide fluorhydrique (HF), & basse température

ou a température ambiante.

I1 est supposé que l’amélioration du rendement de la
cellule solaire résulte de l’enleéevement des oxydes et/ou du
caractére hydrophobe obtenu suite au décapage.

I1 a en tout cas été constaté que l’influence positive du
décapage sur le caractére hydrophobe est réduite, si la
surface du substrat est en contact avec de 1l’oxygéne, par
exemple avec de l’air ou de 1l’eau. Par conséquent, tout le
traitement ultérieur au décapage doit se faire en absence
presque compléte d’oxygéne, par exemple en maintenant les
substrats sous un atmosphére neutre, tel que sous de
l’azote, & 1l’intérieur d’un réacteur.

Ces traitements wultérieurs comprennent le ringage et
éventuellement le lavage ultrason et ultrasons surfactant
non-ioniques, et le séchage et, si le dépdt de la couche
d’arséniure de gallium ne se fait pas sur place, aussi
l’emballage et le transport. Le décapage peut en effet étre
effectué, ou bien par 1le fabricant du substrat de
germanium, ou bien par le fabricant de la cellule solaire
qui effectue le dépét de 1l’arséniure de gallium.

Ce dépét d’arséniure de gallium sur le substrat décapé se
fait également sous atmosphére contrdlée, par des
techniques connues de film minces, comme par le dépdt
moléculaire par vapeur chimique ou physique.

Il est évident que 1l’invention n’est nullement limitée aux
formes de réalisation décrites ci-devant et que bien des
modifications peuvent y étre apportées sans sortir du cadre



de 1’invention telle que définie dans les revendications

suivantes.
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Revendications.

1.- Procédé de traitement d’un substrat de germanium avant
le dépét d’arséniure de gallium, selon lequel la surface
sur laquelle le dépdt sera effectué, est polie, caractérisé
en ce que cette surface est ensuite décapée.

2.- Procédé selon la revendication précédente, caractérisé
en ce que le décapage est effectué avec une solution
aqueuse d’un mélange de fluorure d’amonium (NH4F) et
d’acide fluorhydrique (HF).

3.- Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que

le décapage est effectué avec une solution de 2 & 20 % du
mélange de fluorure d’amonium et d’acide fluorhydrique.

4.- Procédé selon 1l’une ou 1l’autre des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’aprés le décapage le
substrat est rincé, éventuellement lavé et sécheé.

5.- Procédé selon 1l’une ou 1l’autre des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’entre le décapage et le
dépdét de 1’arséniure de gallium, le contact du substrat

avec de 1l’oxygéne est éviteé.

6. - Procédé selon les revendications 4 et 5, caractérisé
en ce que tous 1les traitements ultérieurs au décapage,
comme le ringage avec éventuellement un lavage avec
ultrasons surfactant non-ioniques et le séchage et
éventuellement l’emballage, se font en 1’absence
pratiquement compléte d’oxygéne.
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7.- Procédé selon la revendication précédente, caractériseé
en ce que les traitements ultérieurs se font dans un

réacteur sous atmosphére pratiquement neutre.
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